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Вплив ультрафіолетового випромінювання (УФВ) на біологічні об’єкти досить 

різноманітний і визначається як енергією квантів, так і потужністю та тривалістю 

опромінення. В залежності від результату дії на організм людини його поділяють на декілька 

областей [1]. Найбільш небезпечним для людини є випромінювання канцерогенної та 

опікової областей, оскільки воно може руйнувати ДНК та спричиняти онкологічні 

захворювання. Для його дозиметрії доцільно використовувати фотодетектори на основі 

напівпровідників з шириною забороненої зони Eg > 2.5 еВ, наприклад, ZnSe, ZnS, GaP, SiC. 

Матеріал підкладинки та тип структури вибираються в залежності від спектрального складу 

вимірюваного випромінювання, умов його реєстрації та інших факторів. Зокрема, 

поверхнево-бар’єрні діоди на основі селеніду цинку (Eg  2,7 эВ при 300 К) чутливі у 

спектральному діапазоні 0,2–0,47 мкм і володіють струмовою чутливістю, яка в максимумі 

може досягати 0,1–0,15 А/Вт [2]. Однак, для вимірювання слабких потоків випромінювання 

необхідне використання структур з внутрішнім підсиленням фотоструму, наприклад, 

розроблених та виготовлених в останні роки інжекційних фотодіодів Ni–ZnSe або SnO2–

ZnSe. Їх коефіцієнт внутрішнього підсилення (103–104) дозволяє отримати струмову 

чутливість ~100 А/Вт [3], чого цілком достатньо для реєстрації канцерогенного УФВ навіть 

на фоні досить потужної засвітки видимого та інфрачервоного випромінювання. 
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